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ist vorher mit der mechanischen Bondposition abzugleichen. Der Montagetréiger bzw. das Trigersystem wird
nun in Bondposition gebracht, zentriert und fixiert. Dann wird der erste Chip ansgestoRen und am Trégersy-
stem fixiert. Eine weitere Justage der Chips {iber dem Tragersystem in der Folge ist nicht mehr erforderlich,
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Wafer verarbeitet werden, so ist hier ein sogenanntes "wafer mapping" vorgesehen, d.h. die Positionen von
*Gut"- und "Schlecht"-Chips werden beim Endmessen auf einen dem Wafer zugeordneten Datentréger Gber-
tragen. Der Die-Bonder benétigt dann eine entsprechende Einrichtung, um diese Informationen zu verarbeiten.
Bei der anderen Verfahrensvariante wird der Chip mit der Vorderseite mit dem Halbleitertrager bzw. Tra-
85  gersystem verbunden. Man bezeichnet diese Art der Chipmontage auch als Flip-Chip-Bonding. Hier kann der
geségte Wafer direkt face down in die Waferaufnahme des X-Y-Tisches eingesetzt werden. Bei einem entspre-
chend gestalteten Trégersystem (Montagetréger) kann mit einem optoelektronischen System der Chip direkt
iiber die AnschluBpositionen des’ Trégersystems (Halbleitertragers) justiert werden. Die Chips sind dazu
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Sucti o n f O rce rygfq’rwbanctqmqgs[ggpchtgtn\gd,tdh@due zu verbindende Fléche eines Halbleiterchips (1) einer mit Ver-
bindungsmaterial {(4) versehenen Stelle des Trégersystems (3) gegentiberliegt, und der Halbleiterchip (1)
mittels einer Stovorrichtung (5) aus dem Waferverband auf die mit Verbindungsmaterial (4) versehene
Verbindungsstelle des Trégersystems (3) gestoen und mit diesem verbunden wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB als Verbindungsmaterial {4) ein Kleber ver-
50 wendet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dal als Verbindungsmaterial (4) ein Leit-
kleber verwendet wird.

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB ein im Waferverband auf
der Selbstklebefolie (2) befindlicher Halbleiterchip (1) mittels einer optoelektronischen Justiervorrichtung
(7) und eines X-Y-Tisches (6) so ausgerichtet wird, dal die zu verbindende Fi&che des Halbleiterchips
(1) einer mit Verbindungsmaterial (4) versehenen Stelle des Tréigersystems (3) gegeniiberliegt.
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C 40 4. Method according to one of Claims 1 to 3, characterized in that a semiconductor chip (1), which is located

fd in the wafer array on the self-adhesive foil (2), is aligned by means of an optoselectronic alignment device
(7) and an X/Y table (8) in such a manner that the surface of the semiconductor chip (1) to be bonded is
opposite to a location of the carrier system (3) provided with bonding material (4).

4 5. Device in connection with a carrier system which is provided with a bonding material (4) at the predeter-
mined bonding location and with semiconductor chips which are already separated, are still in the wafer
array and are attached to a self-adhesive folil, in order to detach in each case-a single chip from the self-
adhesive foil and to apply itto a predetermined bonding location on the carrier system and to bond it there-
with, the separated semiconductor chip (1) located in the wafer array on self-adhesive foil (2) being

50 brought above the carrier system (3), guided on an X/Y table (6), at a short distance of = 0.2 mm, the
wafer array being aligned with respect to the carrier system (3) guided on the X/Y table (6) by means of
an optoelectronic alignment device (7) in such a manner that the surface of the semiconductor chip (1),
which is to be bonded, is opposite to the location of the carrier system (3) provided with bonding material
(4), and a pushing device (5) is provided for pushing the semiconductor chip (1) out of the wafer array

55 onto the location of the carrier system (3) provided with bonding material (4).

6. Device according to Claim 5, characterized in that the carrier system (3) is a conductor strip.
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45
6. Dispositif suivant la revendication 5, caractérisé par le fait que le systéme de support (3) est une bande
conductrice.
7. Dispositif suivant la revendication 5, caractérisé par le fait que le systéme de support (3) est un support
50 Flip-Chip.

8. Dispositif suivant I'une des revendications 5 & 7, caractérisé par le fait que le dispositif de poussée (5)
est une tige d'éjection.
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